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| INS17/16:30/62f. | LASER PROBE PARA DISPOSITIVOS SAW - P. W. Oliveira, J. P. Andreeta, J. E.

B. Oliveira* e A. C. Hernandes (Departamento de Fisica e Ciencia dos Materiais/Instituto de

Fisica e Quimica de Sao Carlos/Universidade de Sao Paulo).

Para obter informagéo sobre as perdas de potEncia, velocidade de fase e
de grupo no dispositivo SAW, o "Laser Probe' é indispensdvel. Este método de caracterizacao
se baseia na difracdo de uma luz coerente que incide sobre a grade acustica formada na super
ficie do cristal pelas ondas de Rayleigh. Através do angulo de difracao de primeira ordem e
da razao entre sua intensidade e a intensidade do laser incidente pode-se obter informagao
sobre a velocidade de fase e amplitude de onda,respectivamente. A velocidade de grupo € obti
da pela medida de angulo de fluxo de potencia com a frente de onda.

* ITA - Instituto Tecnoldgico de Aeronautica.

INS18/16:30/69f.[ DISPOSITIVO SAW - P. W. Oliveira, J. P. Andreeta, M. A. Sharif*, J. ‘K.

Cunha Pinto**, A. C. Hernandes ( Departamento de Fisica e Ciencia dos Materiais/Instituto de
Fisica e Quimica de Sdo Carlos/Universidade de Sao Paulo).

Os dispositivos de ondas superficials (SAW) possuem aplicacoes em processadores de si-
nais em sistemas eletronicos e sﬁo, normalmente, preparados utilizando-se substratos de
LiNbO3. Partindo de monocristais crescidos em nossos laboratéorios, estamos desenvolvendo es-
ses dispositivos em substratos cortados no plano cristalogréfico YZ e 128° Y. Um dos proble-
mas relevantes na confecgao destes dispositivos é o polimento da superficie dos substratos
monocristalinos que nao devem apresentar rugosidade superior a 0,10 Aa ust.® Em substratos
com rugosidade superiores a esta ordem a contribuicao das perdas por insergao seriam relevan
tes. Os transdutores estao sendo construidos a partir do processo de litografia. A caracteri
zacdo destes dispositivos tem a finalidade principal de estudar o desempenho dos monocris—
tais por nés preparados, bem como, dos processos de preparacao de superficies.
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INS19/16:30/62f. | DESENVOLVIMENTO DE UM MEDIDOR DE POTENCIA LASER BASEADO NO EFEITO FOTOA
CUSTICO* - Marcos Duarte e Martha Marques Ferreira Vieira - Instituto
de Pesquisas Energeticas e Nucleares — IPEN/CNEN/SP.

Foi desenvolvido um medidor de poténcia laser baseado no efeito fotoacistico (F.A).
Utiliza-se um chopper para modular a radiacZo laser incidente que atinge o elemento absor
vedor na célula F.A., onde estd localizado o microfonme. O sinal F.A. detectado e enviado
para um amplificador lock-in. Esse sinal é utilizado para se calcular os niveis de poten
cia da radiacio laser incidente. A célula F.A. utilizada foi projetada, desenvolvida e ca
racterizada em nossos laboratérios. O medidor desemvolvido se aplica ao intervalo espec
tral de 300 a 900 nm e ja foi calibrado na regido de 10 MW a 50 mV.

* Desenvolvido com o apoio do CNPq. -

105



